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Углеродные нанотрубки, в частности, однослойные (ОСУНТ) и нанокомпозиты на их основе являются интересными материалами для исследования с целью последующего практического применения в различных электронных устройствах. Известны работы, в которых матрица углеродных нанотрубок входит в состав комплектующих аккумуляторов, солнечных батарей и т.п. Моноиодид индия является полупроводниковым соединением с шириной запрещенной зоны 2 эВ. Кроме этого, InI обладает такими свойствами как фотопроводимость и фоточувствительность. Нанокомпозиты внедрения в ОСУНТ, в свою очередь, характеризуются уникальными свойствами, сочетающими в себе свойства нанотрубок и внедряемого вещества. Нанокомпозит InI@ОСУНТ является перспективным материалом для использования в фотоэлектрических устройствах.
Впервые синтезирован нанокомпозит на основе интеркаляции полупроводника InI в каналы однослойных углеродных нанотрубок. Синтез осуществляли из расплава по методу капиллярного смачивания. Навеску, состоящую из 235 мг порошка монокристаллического иодида индия (I) и 10 мг углеродных нанотрубок (производство компании OCSiAl) перетерли в яшмовой ступке, поместили в кварцевую ампулу, после чего подвергли ее термовакуумной обработке при 300 °C и 5.5 Па в течение двух часов. Ампулу запаяли и поместили в муфельную печь, где образец нагрели до 400 °C со скоростью 2 °C/мин и провели выдержку при указанной температуре в течение месяца. Для достижения кристаллизации плавно охлаждали со скоростью 0.05 °C/мин.

Нанокомпозит внедрения InI@ОСУНТ исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Порошковую рентгеновскую дифрактограмму сняли на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD 6000 (излучение CuKα) в диапазоне углов 2θ от 10º до 60º с шагом 0.02º. Образцы для ПЭМ подвергли диспергированию в ацетоне ультразвуком в течение 40 минут и нанесли на медные сетки с аморфной микродырчатой углеродной пленкой (компания SPI, США). Микрофотографии ПЭМ сняли на электронном микроскопе FEI Osiris, оборудованном источником с полевой эмиссией, при ускоряющем напряжении 200 кВ. 
Анализ данных РФА подтвердил присутствие одной фазы в составе образца (InI, пр.гр. Cmcm, a = 4.76(6) Å, b = 12.79(4) Å, c = 4.91(3) Å, V = 299.(6) Å3), параметры решетки которой находятся в согласии с данными из порошковой базы данных PCPDFWIN. Сторонние примеси отсутствуют. На электронных микрофотографиях наблюдается непрерывное на протяжении десятков нанометров заполнение каналов ОСУНТ веществом с периодической структурой (рис. 1). 
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Рис. 1. Просвечивающая электронная микрофотография нанокомпозита InI@ОСУНТ
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